transistor mit hoherer fiir
NF-Schaltungen und fir
Schaitbetrieb bei
fa von =40 *°C bis +-125°C
Standard: TGL 200-8290
Abmessungen: Bauform B 3/25q, TGL 11 811
Maosse =~ 1 g
Zuldssige Hochstwerte fir 5 = 45 oC
-Uceo = B V T[ = 300 mA
-Upgo = 33 V

Pe - 250 mW
<Ilc = 50mA iy - 150 oC

lg = B0mA

grd
Grmewiderstand > 0,42 — s
W Ry = 0,42 mwW
Kennwerte fir 0o = 25°C -5 grd

Min. Typ Maox.

| . I MeBbedingungen
Reststrome
dceo | |01 uA | -Uce = 6V
-Iceo | 2uA | Ucg=3V
Gleichstromverstérkung
8 5 12 | | Ucg =6V, -Ic = 1mA
B 2,5 5 | “Ucg = 1V, -lc = S0 mA
Basis-Emitter-Spannung
Ueg | 550 mV mm\l”ﬁ!ﬂm? Ucg=6V, .lc= 1mA
Usg |09V 115V |15V | -Ucg =1V, -ic = 50 mA
Restspannung
-UCEres: |1V 12V | lg=S0mA
Séttigungsspannung
-Ucesat | ! 04V | -lc =50 mA, -Is = 25 mA
— _
faz1p t 06 HH:{_ 1.9 Ml-lz| Ucg =6V, -lc =1mA
Vierpolparameter
hite 02k} 046K | 09KD |-Ucg=6V, .lc=1mA,f=1kHz
hige 1104 | 2.104 | 6.104
hete ‘ 8 | 14 2
haze 10uS |28uS |50uS




Min. | Typ 1 Max. | MeBbedingungen

Basisbahnwiderstand
b s 0 2o |00 Ucg =6V, -lc = 1mA, f =5MHz
Kollektorkaparitit
Ce WVpF | 9pF [70pF | .Uce=6V,-lc=1mA,f=5MHz
RouschmaB
F 1 |6dB | 15dB i-Uc:-i\f.-I:-ﬂ.lmA.i-i,zltH:
Schaltzeitkonstanten
n | 028us |13ps  Uce=6V....UCErest-IC = -ICER ... 50 mA
fs 08us |16 ps |31 pus | -UCEgat, -Ic = 50 mA
tf 1,1 F‘ 1'? F. :..1 F' "'U'CE -‘ V, ...*U(:Enll-*lc -'I““ ili”mA
1s 09pus 17 us | 35us | <UcCgsat, <lc = 50 mA
Bestellbeispiel tiir einen Transistor Transistor SS 101 = TGL 200-8290
* nur fir Ersotzbedarf

“feao * r(»)

‘Ucg =8V “iczo = 1)

“Upg * BV
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